Zagadnienia do kolokwidéw na zajeciach laboratoryjne z Elementéw Elektronicznych
dla studidéw niestacjonarnych EiT

Cw. 1. Uktady RC,
- impedancja dwdjnika RC,
- stata czasowa — definicja, obliczanie,
- znajomosc¢ i rysowanie przebiegdw dla uktadéw catkujgcego i rézniczkujgcego dla réznych relacji
miedzy statg czasowq i okresem,
- charakterystyki amplitudowa i fazowa dla uktadéw catkujgcego i rézniczkujgcego.

Cw. 2. Diody pétprzewodnikowe.

- zasada dziatania ztgcza p-n,

- charakterystyka diody p-n w uktadzie liniowym i pétlogarytmicznym,

- wyznaczanie parametrow diody z charakterystyki,

- réwnanie pragdowo-napieciowe,

- rezystancja dynamiczna diody,

- pojemnosc ztacza p-n,

- charakterystyka pragdowo-napieciowa diody stabilizacyjnej (napiecie stabilizacji, max. prad,
uzyteczny zakres pracy),

- rezystancja dynamiczna diody stabilizacyjnej ( w zakresie przebicia),

- zjawiska przebicia Zenera i lawinowe

- wptyw temperatury na prace ztgcza w kierunku przewodzenia i zaporowym (w tym na napiecie
przebicia).

Cw. 4. Tranzystor ztgczowy (JFET),
- zasada dziatania, polaryzacja,
- charakterystyki przejSciowe i wyjsciowe tranzystora ztgczowego z kanatem n i p, zakresy pracy,
- zaleznosci pradu drenu od napiec dla zakresow pracy liniowej i nasycenia,
- transkonduktancja, konduktancja wyjsciowa — definicja, znaczenie, sens fizyczny, zaleznosci od
napieé, metody obliczania lub wyznaczania z charakterystyk,
- napiecie progowe — definicja, znaczenie, wptyw na prad drenu, metody wyznaczania,
- prad lpss — definicja, metody wyznaczania z ch-Kk,
- zjawisko skrécenia kanatu (zwane czasem: modulacjg dtugosci kanatu), jego wptyw na prad drenu.

Cw. 5. Tranzystor bipolarny.
- zasada dziatania, uktady witgczenia, polaryzacja,
- charakterystyki dla wspdlnego emitera (WE), wspdlnej bazy (WB) dla tranzystoréw npn i pnp,
- wzmocnienie prgdowe (dla WE i WB) — definicja, wyznaczanie na podstawie ch-Kk,
- model i rdwnanie Ebersa-Molla, wyznaczanie jego parametrdw.


http://www.scalak.elektro.agh.edu.pl/files/EE/cw04_EE.pdf

. 6. Parametry matosygnatowe tranzystora bipolarnego.
cel modelowania matosygnatowego tranzystoréw,
model hybrydowy (z par. H) i hybryd-mt (schematy, opis, itp.),
definicje parametréow z modeli matosygnatowych,
obliczanie konduktancji wejsciowej i transkonduktancji dla okreslonego punktu pracy tranzystora,
model matosygnatowy a wiasnosci czestotliwosciowe tranzystora.

. 7. Tranzystor unipolarny MOS,
zasada dziatania,
charakterystyki przejsciowe i wyjsciowe dla kanatu n i p, wzbogacanego i zubozanego, zakresy
pracy,
rownania opisujgce prad drenu,
transkonduktancja — definicja, znaczenie/sens fizyczny, zaleznosci od napiec.
napiecie progowe — definicja, wptyw na prad drenu, metody wyznaczania go z ch-k,
efekt skrocenia kanatu, efekt podtozowy — opis zjawisk, wptyw na prad drenu i na ch-ki,

. 8. Przetaczanie diod i tranzystoréw
przebiegi napie¢ i prgdow podczas przetgczania diody i tranzystora bipolarnego,
rozumienie zjawisk zachodzgcych podczas przetgczania diody i tranzystora bipolarnego,
znaczenie no$nikdw mniejszosciowych podczas przetgczania diody i tranzystora bipolarnego,
czasy przetgczania, a maksymalna czestotliwos¢ pracy impulsowej diody i tranzystora,
czasy przetgczania, a pojemnosci pasozytnicze diody i tranzystora,
wptyw praddw polaryzujgcych na szybkos$é przetgczania diody i tranzystora.



